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МнЫн2С4 вя МнЭаЫнС4 монокристалларында мцхтялиф полйаризасийа эярэинликляриндя термостимуллашмыш деполйаризасийа 

жяряйанлары тядгиг едилмишдир. Сцрятли йапышма сявиййяляринин мювжудлуьу ашкара чыхарылмышдыр. Бу монокристалларда тялялярин 
йерляшмя дяринлийи, консентрасийасы вя тутулма ен кясикляри тяйин едилмишдир. 

 
Йарымкечирижи вя диелектриклярдя йапышма сявиййяляри-

нин параметрлярини тядгиг етмяк цчцн истифадя олунан 
цsullardan бири термостимуллашмыш деполйаризасийа мето-
дудур. 

Bu ишдя МнЫн2С4 вя МнЭаЫнС4 монокристалларында 
мцхтялиф полйаризасийа эярэинликляриндя термостимуллашмыш 
деполйаризасийа жяряйанларынын (ТД C) тядгиги нятижяляри 
верилмишдир. 

МнЫн2С4 монокристалы кимйяви кючцрмя методу иля 
алынмышдыр. Рентэенгурулуш анализ эюстярди ки, МнЫн2С4 
кубик гурулуша малик олуб (ф.г.Фд 3м), гяфяс сабити 
а=10,71Å –а бярабярдир[1]. МнЭаЫнС4  монокристалы 
Брижмен методу иля алынмышдыр. Рентэенографик 
тядгигатлар эюстярир ки, МнЭаЫнС4 монокристалы гяфяс 
сабитляри а=3,81; Ж=12,17 Å; з=1,ф.г. п3м1 олан ЗнЫн2С4 
бирпакетли йарымтип quruluшunda кристаллашыр [2]. 

МнЫн2С4 монокристалы кимйяви кючцрмя методу иля 
алынмышдыр. Рентэенгурулуш анализ эюстярди ки, МнЫн2С4 
кубик гурулуша малик олуб (f.г.Фд 3м) вя гяфяс сабити 
а=10,71Å–а бярабярдир [1]. МнЭаЫнС4  монокристалы 
Брижмен методу иля алынмышдыр. Рентэенографик тядгигат-
лар эюстярир ки, МнЭаЫнС4 монокристалы гяфяс сабитляри 
а=3,81; Ж=12, 17Å ; з=1,ф.г. п3м1 олан ЗнЫн2С4 бирпа-
кетли йарымтип структуруна кристаллашыр [2]. 

МнЫн2С4 вя МнЭаЫнС4 монокристалларында ТСД-нин 
юлчцлмяси заманы нцмунядя габагжадан щяйяжанлан-
дырма мцяййян температурда (140÷400К) ВАХ-ын г/ 
хятти областында эярэинлийин тятбиги иля 10 дягигя ярзиндя 
щяйата кечирилир. Сонра эярэинлийи айырмадан нцмуня 
140К температура кими сойудулур. Бу температура чат-
дыгдан сонра эярэинлийи айырырлар вя нцмуня гыса гапаныр. 
1-5 дягигя кечдикдян сонра нцмуня сабит сцрятля 400К 
температура гядяр гыздырылыр вя ейни вахтда харижи дювря-
дя жяряйан юлчцлцр. Нцмунянин гыздырылма сцряти 
б=0.07÷0.6дяр/сан интервалында дяйишдирилир. 

Шякил 1а–да МнЫн2С4 монокристалы цчцн мцхтялиф 
полйаризасийа эярэинликляриндя ТСД яйриляри эюстярилмишдир. 
Нцмуняйя эярэинлик ВАХ-ын г/ хятти областында 340К 
температурда тятбиг едилмиш вя бу эярэинлик алтында 
нцмуня 160К температура кими сойудулмушдур. 
МнЫн2С4 монокристалында ТДC спектриндя мцхтялиф 
температурлу ики максимум ашкара чыхарылмышдыр. 
Полйаризасийа эярэинлийи артдыгжа ТДC максимумуmu 
йцкsяк температур областына доьру сцрцшцр вя ТДC-nin 
гиймяти артыр. 

Шякил 2-дя МнЭаЫнС4 монокристалы цчцн 2 мцхтялиф 
полйаризasiya эярэинликлярindя ТДC яйриляри верилмишдир. 

Нцмуняйя эярэинлик ВАХ-ын г/хятти областына уйьун 
400К температурда тятбиг едилмиш вя бу эярэинлик алтында 
нцмуня 140К температура кими сойудулмушдур. 
МнЭаЫнС4 монокристалында 400В полйаризasiya 
эярэинлийinя уйьун ТДC спектриндя температур 
максимумлары 202, 260 вя 383 К олан цч пик мцшащидя 
едилмишдир. Полйаризасийа эярэинлийи артдыгда жяряйан 
максимумunа уйьун температур йцксяк температур 
областына доьру сцрцшцр. 

 

 
Шякил 1.   а) 340К полйаризасийа температурунда вя полйари 
               засийа эярэинлийинин мцхтялиф гиймятляриндя ТСД  
               яйриляри (У, В);  1-300; 2-500 
               б) 500 В полйаризасийа эярэинлийиндя 294 К темпе 
               ратура уйьун ТСД жяряйан пикинин башланьыж щис 
               сясинин температурдан асылылыьы. 
 

 
Шякил 2. 400К полйаризасийа температурунда вя полйариза- 

               сийа эярэинлийинин мцхтялиф гиймятляриндя ТСД яйри- 
               ляри (У, В): 1-400; 2-500 
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ТДC яйриляринин анализи цчцн йапышма сявиййяляринин 
нювцнц билмяк лазымдыр. Билдийимиз кими йапышма 
сявиййяляринин нювцнц билмяк цчцн «δ » кямиййятиндян 
истифадя олунур вя «δ » ашаьыдакы ифадядяр тапылыр.  
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Бурада ТМ-ТСД-нин максимумуна уйьун темпера-

тур, Т1 вя Т2 – ТЖД-нин максимцм интенсивлийинин йарысы-
на уйьун ашаьы вя йухары температурлардыр. ТЖД 
максимумларынын формаларынын анализи эюстярир ки, 
МнЫн2С4 вя МнЭаЫнС4 монокристаллары цчцн мцшащидя 
едилян бцтцн максимумларда 
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шярти юдянилир [3]. Бу шяртин юдянилмяси сцрятли йапышма 
сявиййяляринин мювжудлуьуну эюстярир. 

Шякил 1б-дя МнЫн2С4 монокристалы цчцн 500В 
полйаризасийа эярэинлийиндя 294К температура уйьун 
ТДC жяряйан пикинин башланьыж щиссясинин температур-
дан асылылыг яйриси Ы~103/Т мигйасында эюстярилмишдир. Бу 
яйридян тялялярин енеръи сявиййяси щесабланмышдыр вя 
Ет=0,60еV [4]. 

МнЫн2С4 вя МнЭаЫнС4 монокристаллары цчцн тялялярин 
йерляшмя дяринлийи ТДC-дян жяряйанын башланьыж артымы 
щиссясинин температурдан асылылыьындан (Гарлик-Гибсон 
методу) [5], Бйуб методундан [6] вя ТСД жяряйаны 
пикляринин формасындан асылы олан дцстурлардан [7,8], тяйин 
едилмишдир. Ашгар тялялярин консентрасийасы вя тутулма ен 
кяскиляри ашаьыдакы дцстурлардан тяйин едилир: 
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Бурада: jM  – ТДЖ максимумуна уйьун жяряйан, 

б-гыздырылма сцряти, NS  – кечирижи зонада щал сыхлыьы, 
ϑ т=сярбяст електронларын истилик сцряти, К-Болсман сабити-
дир. лнъ ~1/T  координатында j яйринин дцз хятт щиссясинин 
йцксяк температур областында екстраполйасийасы нятижя-
синдя ординат охундан α парчасыны айырыр. 

Йухарыда эюстярдийимиз методларын кюмяйи иля 
щесабламалар нятижясиндя МнЫн2С4 монокристалында локал 
сявиййялярин параметрляри цчцн ашаьыдакы гиймятляр алын-
мышдыр. 

 
Ет1=0,38±0,02 еВ Ет2=0,59±0,02 еВ; 
Нт1=2,6 х 1013 см-3 Нт2=5,2 х 1015 см-3 

Ст1=1,7 х 10-17 см2 Ст2=2,3 х 10-17 см2 

 

МнЭаЫнС4 монокристалы цчцн ися локал сявиййялярин 
параметрляринин орта гиймятляри ашаьыдакы кимидир. 

 
Ет1=0,39±0,02 еВ             Ет2=0,50±0,02 еВ; 
Ет3=0,70 ±0,02 ев             Нт1=2,5 х 1014 см-3 

Нт2=4х1018 см-3                    Нт3=0,9 х 1014 см-3 

Ст1=2,9х10-17 см2              Ст2=8,5 х 10-14 см2 

 

Ст3=2,4х10-18 см2 
 
Беляликля, МнЫн2С4 вя МнЭаЫнС4 монокристалларында 

мцхтялиф полйаризасийа эярэинликляриндя термостимуллашмыш 
деполйаризасийа жяряйанлары тядгиг едилмишдир. Сцрятли 
йапышма сявиййяляринин мювжудлуьу ашкара чыхарылмышдыр. 
Бу монокристалларда тялялярин йерляшямя дяринлийи, 
консентрасийасы вя тутулма ен кясикляри тяйин едилмишдир. 
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N.N. Niftiyev, O.B. Tagiyev 

CURRENTS OF THERMOSTIMULATED DEPOLARIZATION IN МнЫн2С4 AND МнЭаЫнС4 SINGLE CRYSTALS 
The currents of thermostimulated depolarization in single crystals МnIn2S4 and МnGaInS4 at the different polarizing voltage. 

The presence of quick capture levels are revealed. The depth levels, concentration and capture cross-sections are obtained. 
  

Н.Н. Нифтиев, О.Б. Тагиев 
ТОКИ ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННОЙ ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ В МОНОКРИСТАЛЛАХ  

МнЫн2С4 и  МнЭаЫнС4  
Исследованы токи термостимулированной деполяризации в микрокристаллах МнЫн2С4 и  МнЭаЫнС4 при различных поляри-

зующих напряжениях. Выявлено наличие быстрых уровней прилипания. Определены глубины залегания уровней, 
концентрация и сечения захвата ловушек. 
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